Telefunken Transistor BC640 Datasheet

Silicon PNP Transistor

BC640

80V /1,5A
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Telefunken Transistor BC640 Datasheet

BC 636 - BC 638 - BC 640

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Komplemantare NF-Treiberstufen,

Besondere Merkmale:
@ Hohe Verlustleistung & Komplementar zu BC 635/BC 637/BC 639
@ Gepaart hiefarbar

Abmessungen in mm
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| JEDECTO 92 7
T ™ - Gewicht max. 0.3 g
Absolute Grenzdaten BC 635 BC 637 BC 639
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —Urgn 45 60 80
Kollektorstrom I 1
Kollektorspitzenstrom =l 1.5

Gesamtverlustieistung

Tamb = 25°C Fuat 1 w
Sperrschichttemperatur '.I'I 150 at
Lagerungstemperaturberaich Tag =65._.4+1560 o

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgeabung

=3 mm Rinja 156 KW

Kupferkihiflache 10 x 10 mm, 35 pm dick Ripaa 125 HW
Sparrschicht-Gehiduse Rinac 55 KW

Kenngrifien

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

=g = 30V =lcao 100 na,

~Ugg = 30V, Typy = 125°C —lcao 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

=l =1 mA BC 636 =Ummcao 45 v

BC 638 -Uigrycan 60 W

Eﬂ M —Ummgw BEI v

Note: Absolute Grenzdaten BC635 = 636, BC637 = 638, BC639 = 640
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Telefunken Transistor BC640 Datasheet

BC 636 - BC 638 - BC 640

Min. Typ. Max.
Kallektor-Emittar-Durchbruchspannung

=l = 20 m#A BC 636 ~Umriceo " 45 v
BC 638 —UaricEo 15‘ &0 W
BC 640 ~Uapycre an v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=g =1 pA ~Uigriesn 5 L)
Kollektor-Sattigungsspannung
=i = 500 mA, =g = 50 mA T — a5 W
Basis-Emitter-Spannung
~Upg = 2V, =i = 500 mA ~Uge " 1 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
~Upg =2V, —lp = 150 mA
Gruppe: &  BC 636, BC 638, BC 640 hee " a0 a5
10 BC 636, BC 638, BC 640 e ! &7 150
16 BC 636 g 106 236
~Upg =2V, ¢ = 500 ma
BC 836, BC 638, BC 640 heg " 25
Fiir Paare gilt das hpp-Verhilinis
~Ugg = 1V, =l = 100 mA 1.4
Transitfraquenz
Upg = 5V, =l = 50 mA, f = 30 MHz r 50 MHz
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